
半導体リングレーザージャイロ半導体リングレーザージャイロ
の概念の概念

• 端子電圧→信号
• 外部には発光しない
－結合損，戻り光雑音なし

半導体リングレーザージャイロ
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半導体リングレーザージャイロ半導体リングレーザージャイロ
の特性予測（１）の特性予測（１）

信号電圧の予測(現象論)
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T. Numai, “Analysis of signal voltage in a semiconductor ring laser gyro,” IEEE J. Quantum 
Electron., vol.36, pp.1161-1167 (2000)



半導体リングレーザージャイロ半導体リングレーザージャイロ
の特性予測（２）の特性予測（２）

信号波形，ロックイン (半古典
論)
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Y. Shimosako and T. Numai, “Semiclassical approach in the analysis of ring laser: II. mode 
coupling due to backscattering and interference,”Jpn.J.Appl.Phys.,vol.39,pp3901-3996 (2000)
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端子電圧によるリングレーザー端子電圧によるリングレーザー
の発振しきい値検出の発振しきい値検出
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